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[目的] GaN 電子デバイス用に 150mm, 200mm の大口径 MOCVD 装置を新規に開発した。（図 1）こ

の装置は 3 つの大きな特徴を持っている。①縦型炉；成膜する基板を立て掛ける、②基板が対向

する配置、③ランプ加熱方式、である。これにより大口径基板の「たわみ」と、堆積物による汚

染を回避することができる。また基板の加熱効率、原料ガスの分解効率を上げることが出来、基

板の加熱速度を速めることでプロセス時間の短縮 

が期待される。この装置を用い GaN/AlGaN/GaN 

へテロエピを行ったので報告する。 

[実験結果] 150mmφｻﾌｧｲｱ基板を用い AlGaN/GaN

へテロ構造を作製した。AlGaN 層の均一性は、Al

組成；23.3% (σ；1.1%)、AlGaN 膜厚；20.1±0.4nm。

このときシート抵抗は、527ohm/sq (σ；2.63%) と

なり良好な均一性を示した。またHall測定の結果、

2 次元電子ｶﾞｽは、シートキャリア濃度；9.1E12cm-2、

電子移動度；1240cm2/V・s、を示し、結晶性も良

好であることを確認した。 

150mmφｻﾌｧｲｱ基板を用い GaNAlGaN/GaN へテ

ロ構造を作製した。Hall 測定の結果、シートキャリ

ア濃度；1E13cm-2、の 2 次元ﾎｰﾙｶﾞｽを確認した。

こ の ウ エ フ ァ を 用 い PSJ-FET (Polarization 

super-junction FET) を作製し耐圧 2400V を確認し

た。（図 2,3） 

謝辞：本研究は平成 26 年度ものづくり技術強化

事業を受けたものである。 

基板
150mmφ, 
200mmφに対応

カーボン
サセプター

原料ガス
導入部

石英ライナー

加熱ランプ

Fig.1 MOCVD reactor schematic diagram

基板
150mmφ, 
200mmφに対応

カーボン
サセプター

原料ガス
導入部

石英ライナー

加熱ランプ

Fig.1 MOCVD reactor schematic diagram

Fig.2 PSJ-FET structure
Sapphire

S
p-GaN

D

G

AlGaN
GaN

u-GaN

LPSJ=20um

Fig.2 PSJ-FET structure
Sapphire

S
p-GaN

D

G

AlGaN
GaN

u-GaN

LPSJ=20um

Sapphire

S
p-GaN

D

G

AlGaN
GaN

u-GaN

LPSJ=20um

10-12

10-10

10-8

10-6

10-4

10-2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

D
ra

in
 C

ur
re

nt
 [A

/m
m

]

Drain Voltage [V]

Vg= -10V

L
PSJ

=20um

Fig. 3 Drain current at off-state 
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